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На Белорусской железной дороге принята обширная программа обновления устройств сигнали-

зации, централизации и блокировки (СЦБ), замены устаревших релейных систем. Эго вызвано тем,

что большинство этих систем были разработаны и введены в эксплуатацию в начале 70-х годов

ХХ века. Таким образом, срок службы этих устройств на данный момент составляет 30 — 35 лет,

тогда как ресурс систем подобного рода равен 25 годам. Релейная элементная база как средство по-

строения систем железнодорожнойавтоматики и телемеханики (ЖАТ) практически себя исчерпала.

Попытки улучшения качественных показателей и придания новых функций этим системам ведутк

увеличению количествареле, потребляемойэнергии, затрат на эксплуатационноеобслуживание.
Выходом из сложившегося положения является разработка и внедрение систем ЖАТ, построен-

ных на базе микропроцессорнойтехники. Микропроцессорные системы повышают уровень безо-

пасности, занимают значительно меньшую площадь, потребляют меньше электроэнергии,умень-

шают объем строительно—монтажныхработ и снижают эксплуатационные расходы.
Однако внедрение опытных образцов микропроцессорных систем на станциях без их комплекс-

ной проверки в лабораторныхусловиях связано с большим риском получения опасных отказов. На-

пример, для разрабатываемой в БелГУТе системы процессорно—релейной централизации (НРЦ) не-

06Х0димо провести испытания на правильность, безопасность функционирования и устойчивость
системы к различным видам помех.

Одним из методов проведения таких испытанийявляется имитационное моделирование,дЛЯ ЧС“

… бьшо разработано специальное Средство— имитатор технологических ситуаций (ИТС).
РазработкаИТС позволяет определить:

ме$3335.33”33302122122?“
В „…в… с №№… °;‚ разделке и других ситуациях, предусмотренных при вводе В 3“

плуатацию систем ЭЦ;
— поведение системы в условиях воздействия неблагоприятных факторов (температуры, колебд'

ния питающегонапряженияи др.);
— поведениесистемы в условиях воздействия помех различного вида по ГОСТ Р50656-2001;
— пов "

едение системы в условиях отказа технических средств как ядра системы, так И релеинои
части и программногообеспечения;

АРМ— безопасность функционирования ядра системы при взаимодействии с АРМ Дежурного‚

ИТС станции Ипуть конструктивно можно разделить на следующиевнешние панели:
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‚панель отображения и имитации поездной ситуации — позволяет имитировать проследование

по всем секциям и примыкающим к станции перегонам, содержит световую индикацию о

П::ЁЁЁНИИ всех светофоров станции (входных, выходных, маневровых) и о закрытии переезда в не-

:етной горловине; _,

_панеЛЬ перевела стрелок — предназначена для замены управляющих и пусковых цепеи стре_

лочных электропрИВОДОВ стрелок станции, а также для отображениятекущего положения
стрелок;‚ панель коммутации — предназначена для соединения имитатора технологических ситуации со

статинами ПРЦ при помощи штепсельныхразъемных соединителейтипа СП2-3О-ЭЦИ.

ИТС содержитв себе следующие схемы:
_ схемы управлениявходными, выходными и маневровыми светофорами;
_ схемы индикации и перевода положениястрелок;
— схему управленияпереездом;
_ схему увязки с прилегающими перегонами.
Разработка ИТС позволяет сократить временные затраты на разработку, отладку, оптимизацию

алгоритмов ядра системы, а также провести ис--ытания на работ-опоообноотьсистемы ПРЦ в целом
в лабораторных условиях. На этапе опытной эксплуатациисистемы ПРЦ на станции Ипуть он бу—

дет использоватьсякак модель реальной станции при устранении ошибок программного и аппарат-
ного обеспеченияпри моделировании нештатныхситуаций.
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Исследование статических моделей в сечениях случайных процессов уровней помех и степени
помехозащищенностиявляется основным этапом в процессе построения динамической математи—
ЧССКОЙ модели контроля и нормирования парамецэов ЭМС. Функциональныеэлементы, например
интегральная микросхема, характеризуются системой электрических входных и выходных пара-
метров, и число этих парамегровдостигает десятка и более. Для каждого из этих параметровуста-
Навливаются нормы при различных условиях эксплуатации (температуре, влажности, напряжении
питания и т. д.).

ПРИ ПОСТроениимодели необходимо учитывать, что восстановление работоспособности устрой-
ства, собранного из совместимых по электрическим параметрам элементов, при выходе из строя
Одного из них можно заменить его на аналогичный.При этом не требуется дополнительной наладки
И Регулировки устройства благодаря тому, что при производстве элементов осуществляется кон-
ТРОЛЬ на соответствие нормированнымзначениям параметров. Такая же необходимость существует
и ПРИ Чешении задач ЭМС микроэлектронныхсистем обеспечения безопасности (СОБД) с окру—

ЁЁ‘ЁЁ‘БЁЕЛСЁЗромагнитной обстановкой“
(ЭМО). Отоутствие нормирования ЭМС микроэлектрон-

Обеспечени’е пс‹)Ёроенных
на

совремелнои элементнои базе с симметричнымиотказами, затрудняет

С
ышенных требованиик надежности их функционирования.

МикрЁЁЁЁЁ’ЗЁЁя система нормирования параметров ЭМС средств вычислительной техники и

ВОЗМОЖное ужестіх
устроиств‚ как отечественная,так и международная, направлена на максимально

Чаях и Вовсе не
очение паРаметров ЭМС. При этом лишь косвенно учитывается, & во многих слу-

тации аппарату {?ЁТЬШаеТСЯ’ СЁЯЗЬ между требованиями к параметрам ЭМС и условиями эксплуа-
ОБД, Поскольі заКОНКретнои

ЭМО.
Эди

обстоятельства особенно важны для микроэлектронных

ПОВЫШению стохмоёышение
требовании к параметрам ЭМЧ непременно ведет к

неоправданному:
ЭМО в местах эксплти

аппаратуры, а занижение требовании по ЭМС по отношению к реальнои

ункционирования ауаТЗЦИИ
аппаратуры приводит к невылолнению требовании по надежности ее

› следовательно, и нарушениюусловии безопасности. Нормирование ЭМС как
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